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ハロゲン化鉛ペロブスカイト APbX3 [A = Cs+, CH3NH3
+ (MA+), and CH2(NH2)2

+; X = I−, Br−, and 

Cl−]はそのユニークな電気的・光学的性質と様々なデバイスへの応用可能性から大きな注目を集め

る半導体材料である。我々はこれまで、ハロゲン化鉛ペロブスカイトが示すデバイス材料として

の優れたポテンシャルの起源を明らかにするために研究を行い、長い励起状態寿命や高い発光効

率などの優れた光学特性を実証してきた[1-7]。一方で、この材料系においてはキャリア輸送特性、

特にキャリア移動度は従来の半導体と比べて小さいことが知られている。その理由として大きな

電子-格子相互作用に由来したポーラロン形成が議論されてきた。電子-格子相互作用は、光照射下

でのイオン移動過程やデバイス性能の光劣化にも関係することが指摘されている。このように電

子-格子相互作用はハロゲン化鉛ペロブスカイトの材料特性を支配する重要な性質であり、その解

明はペロブスカイトデバイスの特性向上のために必要不可欠である。 

我々は最近、MAPbX3 単結晶において磁気光学測定を行い、ポーラロン有効質量を決定するこ

とでポーラロン形成メカニズムを議論した[8]。その結果、フレーリッヒポーラロンモデルが有効

であることを明らかにした。このことは、これまでに報告されてきた低いキャリア移動度と矛盾

しており、ハロゲン化鉛ペロブスカイトの本質的なキャリア移動度が従来の実験研究では捉えら

れていないことを示唆する。そこで、高品質単結晶を用いて AC 光ホール測定によるキャリア移

動度の測定を行ったところ、光照射下において 300 cm2/Vsを超える高いキャリア移動度の測定に

成功した[9]。このことは、キャリア輸送特性においてもハロゲン化鉛ペロブスカイトの高いポテ

ンシャルを示す成果である。本講演では、磁気光学分光法と AC 光ホール測定によるポーラロン

効果に関する我々の最近の結果を紹介する[8,9]。さらに、ハロゲン化鉛ペロブスカイトの大きな

電子-格子相互作用を活用した新たなデバイス応用の可能性を提案したい。 
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